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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（工程ａ）ゲートライン、ゲート絶縁層及び活性層パターンが順次形成されている基板
を提供し、前記基板が画素領域と、ＴＦＴ領域と、配線領域とを含み、前記配線領域がゲ
ートライン領域とデータライン領域とを含む工程と、
　（工程ｂ）前記基板に、第１の透明導電層及びソースドレイン金属層を順次堆積する工
程と、
　（工程ｃ）前記ソースドレイン金属層の上部に、スリートーンマスクによりフォトレジ
ストパターン層を形成する工程と、
　（工程ｄ）前記フォトレジストパターン層が画素領域と、ＴＦＴ領域と、データライン
領域とを除いた領域で露出されたソースドレイン金属層及び第１の透明導電層に対してウ
ェットエッチングを行い、前記ＴＦＴ領域がソース電極領域、ドレイン電極領域及び前記
ソース電極領域とドレイン電極領域との間のチャンネル領域を含む工程と、
　（工程ｅ）前記フォトレジストパターン層に対して第１回目のアッシングプロセスを行
い、前記チャンネル領域中のソースドレイン金属層を露出してから、露出されたソースド
レイン金属層、第１の透明導電層及び活性層パターンに対してドライエッチングを行う工
程と、
　（工程ｆ）前記フォトレジストパターン層に対して第２回目のアッシングプロセスを行
い、前記画素領域中のソースドレイン金属層を露出してから、露出されたソースドレイン
金属層に対してウェットエッチングを行う工程と、



(2) JP 5593047 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

　（工程ｇ）残されたフォトレジストパターン層を除去する工程と、
　を含むことを特徴とする、液晶表示装置のアレイ基板の製造方法。
【請求項２】
　前記スリートーンマスクにより形成されたフォトレジストパターン層が、前記工程ｅに
おいて第１回目のアッシングプロセスを経過して露出されたチャンネル領域のフォトレジ
ストパターン層の厚さは、前記工程ｆにおいて第２回目のアッシングプロセスを経過して
露出された画素領域のフォトレジストパターン層の厚さより薄く、且つ、前記工程ｆにお
いて第２回目のアッシングプロセスを経過して露出された画素領域のフォトレジストパタ
ーン層の厚さは、前記工程ｇにおいて残された領域のフォトレジストパターン層の厚さよ
り薄いことを特徴とする、請求項１に記載の液晶表示装置のアレイ基板の製造方法。
【請求項３】
　（工程ｈ）工程ｇが完了した基板に絶縁層を堆積し、フォトリソグラフィープロセスに
よりパッシベーション層パターンを形成する工程をさらに含むことを特徴とする、請求項
２に記載の液晶表示装置のアレイ基板の製造方法。
【請求項４】
　（工程ｉ）工程ｈが完了した基板に第２の透明導電層を堆積し、フォトリソグラフィー
プロセスにより共通電極を形成する工程をさらに含むことを特徴とする、請求項３に記載
の液晶表示装置のアレイ基板の製造方法。
【請求項５】
　（工程ａａ）ＴＦＴの領域の上に第１の金属層、第１の絶縁層、半導体層及びドープ半
導体層を有する基板を提供し、且つ、該基板が前記第１の絶縁層に覆われ、前記基板は画
素領域、ＴＦＴ領域及び非表示領域を含み、該ＴＦＴ領域はソース電極領域、ドレイン電
極領域及びＴＦＴチャンネル領域を含む工程と、
　（工程ｂｂ）工程ａａが完了した基板に、第１の透明導電層及び第２の金属層を順次堆
積する工程と、
　（工程ｃｃ）前記第２の金属層にフォトレジストパターン層を形成し、且つ、前記ＴＦ
Ｔチャンネル領域のフォトレジストパターン層は第１の厚さを有し、前記画素領域のフォ
トレジストパターン層は第２の厚さを有し、前記ソース電極領域及びドレイン電極領域の
フォトレジストパターン層は第３の厚さを有し、前記フォトレジストパターン層の第１の
厚さは第２の厚さより薄く、第２の厚さは第３の厚さより薄くなる工程と、
　（工程ｄｄ）前記非表示領域の第２の金属層及び第１の透明導電層に対してウェットエ
ッチングを行う工程と、
　（工程ｅｅ）前記フォトレジストパターン層に対して第１回目のアッシングプロセスを
行い、前記ＴＦＴチャンネル領域の第２の金属層を露出させる工程と、
　（工程ｆｆ）ＴＦＴチャンネル領域の第２の金属層、透明導電層及びドープ半導体層に
対してドライエッチングを行う工程と、
　（工程ｇｇ）前記フォトレジストパターン層に対して第２回目のアッシングプロセスを
行い、前記画素領域の第２の金属層を露出させる工程と、
　（工程ｈｈ）前記画素領域の第２の金属層に対してウェットエッチングを行う工程と、
　（工程ｉｉ）残されたフォトレジストパターン層を除去する工程と、
　を含むことを特徴とする、液晶表示装置のアレイ基板の製造方法。
【請求項６】
　（工程ｊｊ）工程ｉｉが完了した基板に第２の絶縁層を堆積し、フォトリソグラフィー
プロセスによりパッシベーション層パターンを形成する工程をさらに含むことを特徴とす
る、請求項５に記載の液晶表示装置のアレイ基板の製造方法。
【請求項７】
　（工程ｋｋ）工程ｊｊが完了した基板に第２の透明導電層を堆積し、フォトリソグラフ
ィープロセスにより共通電極を形成する工程をさらに含むことを特徴とする、請求項６に
記載の液晶表示装置のアレイ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置のアレイ基板の製造方法に関し、特にオーバーエッチングされる
程度が低下できる液晶表示装置のアレイ基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置のアレイ基板はフォトリソグラフィープロセスより製造される。フォトリ
ソグラフィープロセスにおいて製造コストが極めて高いマスクが用いられ、液晶表示装置
の製造プロセスがさらに進んで行くにつれて、いかにマスクの使用量を低減させるかは、
当業分野にとってコストダウンと競争力をアップさせるキーになっている。
【０００３】
　従来、マスクの使用量を低減させる目的を達成するため、種々の方法が提案された。例
えば、１つのデュアルトーンマスク（ｄｕａｌ－ｔｏｎｅ　ｍａｓｋ）を利用して、透明
電極（ＩＴＯ、ＩＺＯなど）、ソース電極、ドレイン電極及び薄膜トランジスタ（ＴＦＴ
）チャンネルを形成する方法が公開された。このような方法は、ツイストネマチックモー
ド（ＴＮモード）液晶表示装置及び横電界駆動方式（ＦＦＳモード）液晶表示装置などの
アレイ基板の製造プロセスに利用できる。
【０００４】
　従来の四回のフォトリソグラフィープロセスより、ＴＮモード液晶表示装置のアレイ基
板を製造する方法は下記の通りである。
【０００５】
　（工程１）ゲート金属層を堆積し、第１回目のフォトリソグラフィープロセスにより、
第１のマスクを利用してゲートラインを形成し、必要に応じて、ゲートラインと一体にな
ったゲート電極を張り出せて形成することができる。
【０００６】
　（工程２）工程１が完了した基板に、ゲート絶縁層、活性層（半導体層及びドープ半導
体）を堆積し、第２回目のフォトリソグラフィープロセスにより、第２のマスクを利用し
て活性層（ＡＣＴＩＶＥ）パターンを形成する。
【０００７】
　（工程３）工程２が完了した基板に、透明導電層及びソースドレイン金属層を順次堆積
し、第３回目のフォトリソグラフィープロセスにより、第３のマスク（デュアルトーンマ
スク）を利用して画素電極、ソース電極、ドレイン電極及びＴＦＴチャンネルを形成する
。
【０００８】
　（工程４）工程３が完了した基板にパッシベーション層を堆積し、第４回目のフォトリ
ソグラフィープロセスにより、第４のマスクを利用してパッシベーション層パターン及び
ビアホールを形成する。
【０００９】
　従来の四回のフォトリソグラフィープロセスより、ＦＦＳモード液晶表示装置のアレイ
基板を製造する方法は下記の通りである。
【００１０】
　（工程１）ゲート金属層を堆積し、第１回目のフォトリソグラフィープロセスにより、
第１のマスクを利用してゲートラインを形成し、必要に応じて、ゲートラインと一体にな
ったゲート電極を張り出させて形成することができる。
【００１１】
　（工程２）工程１が完了した基板に、ゲート絶縁層、活性層（半導体層及びドープ半導
体）を堆積し、第２回目のフォトリソグラフィープロセスにより、第２のマスクを利用し
て活性層（ＡＣＴＩＶＥ）パターンを形成する。
【００１２】
　（工程３）工程２が完了した基板に、第１の透明導電層及びソースドレイン金属層を順
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次堆積し、第３回目のフォトリソグラフィープロセスにより、第３のマスク（デュアルト
ーンマスク）を利用して画素電極、ソース電極、ドレイン電極及びＴＦＴチャンネルを形
成する。
【００１３】
　（工程４）工程３が完了した基板に、パッシベーション層及び第２の透明導電層を堆積
し、第４回目のフォトリソグラフィープロセスにより、第４のマスクを利用してパッシベ
ーション層パターン、ビアホール及び共通電極を形成する。
【００１４】
　上記の二つの液晶表示装置のアレイ基板の製造方法は、一回のフォトリソグラフィープ
ロセスにより、１つのデュアルトーンマスクプレートだけを利用して、画素電極、ソース
電極、ドレイン電極及びＴＦＴチャンネルのパターンを完成し、コストが低減されたが、
本発明の発明者が実践において、このような従来の方法により、液晶表示装置の表示機能
が低減されるという重大な欠陥が生じされてしまうことを発見した。詳しく言うと、図１
及び図２Ａ～図２Ｆを併せて見ると、図１は従来の液晶表示装置のアレイ基板を表示する
構造模式図である。図２Ａは従来のゲート電極、ゲート絶縁層、活性層パターンが形成さ
れている基板に、第１の透明導電層及びソースドレイン金属層を堆積した後の基板の断面
図であり、図２Ｂは図２Ａの基板に、デュアルトーンマスクを利用して、フォトレジスト
に対して露光と現像処理を行ってフォトレジストパターン層を形成した後の断面図であり
、図２Ｃは図２Ｂの基板に対してエッチングした後の断面図であり、図２Ｄは図２Ｃの基
板上のフォトレジストパターン層に対してアッシングプロセスを行った後の断面図であり
、図２Ｅは図２Ｄの基板に対してエッチングを行った後の断面図である。図２Ｆは図２Ｅ
のフォトレジストパターン層を除去した後の断面図である。
【００１５】
　図１に示したように、液晶表示装置のアレイ基板は、画素領域１０１、非表示領域及び
ＴＦＴ領域１０２から構成され、前記非表示領域には、画素領域１０１との間に位置する
配線領域及び他の領域が含まれ、該ＴＦＴ領域１０２にはＴＦＴチャンネル領域１０２１
、ソース電極領域１０２２及びドレイン電極領域１０２３が含まれている。該配線領域に
はゲートライン領域１０３及びデータライン領域１０４が含まれている。画素領域１０１
は数多くの画素電極１４１から構成された領域であり、ゲートライン領域１０３は複数の
ゲートライン１１から構成された領域である。データライン領域１０４は複数のデータラ
イン１６から構成された領域である。
【００１６】
　以下、図２Ａ～図２Ｆによって、従来の液晶表示装置のアレイ基板の製造方法に関して
、具体的に説明する。
【００１７】
　（工程１）図２Ａに示したように、ゲートライン１１及びそれと一体のゲート電極１１
１、ゲート絶縁層１２及び活性層パターン１３が形成されている基板１０に、第１の透明
導電層１４とソースドレイン金属層１５が順次堆積される。
【００１８】
　（工程２）図２Ｂに示したように、一層のフォトレジストを塗布し、フォトレジストパ
ターン層１００がデュアルトーンマスクにより露光処理と現像処理を行って形成され、前
記画素領域１０１のフォトレジストパターン層１００の厚さは、前記ソース電極領域１０
２２、ドレイン電極領域１０２３及びデータライン領域１０４のフォトレジストパターン
層１００の厚さより薄い。
【００１９】
　（工程３）図２Ｃに示したように、基板１０の大面積に渡ってウェットエッチングを行
い、基板１０の上に露出された領域のソースドレイン金属層１５、第１の透明導電層１４
及び活性層の一部に対してエッチングを行って、ソース電極１５１及びＴＦＴチャンネル
１３１が形成される。
【００２０】
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　（工程４）図２Ｄに示したように、フォトレジストパターン層１００に対してアッシン
グプロセスを行って、画素領域１０１のソース・ドレイン金属層１５が露出される。
【００２１】
　（工程５）図２Ｅに示したように、基板１０の大面積に渡ってウェットエッチングを行
い、基板の上に露出された領域のソースドレイン金属層１５に対してエッチングを行って
、画素電極１４１及びドレイン電極１５２が形成される。
【００２２】
　（工程６）図２Ｆに示したように残ったフォトレジストパターン層１００が除去される
。
【００２３】
　上記の工程３及び工程５において、ＴＦＴチャンネル、ソース電極、ドレイン電極及び
画素電極を形成するため、基板の全般に対して二回の大面積のエッチングを行う必要があ
り、このような大面積のエッチングにウェットエッチングだけが利用でき、即ち、基板を
エッチング液に浸せ、フォトレジストに覆われなく、且つ、該エッチング液に浸食された
部分に対してエッチングを行う。上記の方法から分かるように、ＴＦＴチャンネル領域は
二回ウェットエッチングされ、ウェットエッチングのエッチング程度に対して制御しにく
くなるため、ＴＦＴチャンネルがオーバーエッチング（Ｏｖｅｒ　Ｅｔｃｈ）される問題
が避けられない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　本発明は、ＴＦＴチャンネルのオーバーエッチングされる程度が低下され、液晶表示装
置の表示機能が確保できる液晶表示装置のアレイ基板の製造方法を提供することに目的が
ある。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　上記の目的を達するために、本発明は、
　（工程ａ）ゲートライン、ゲート絶縁層及び活性層パターンが順次形成されている基板
を提供する工程と、
　（工程ｂ）前記基板に、第１の透明導電層及びソースドレイン金属層を順次堆積する工
程と、
　（工程ｃ）前記ソースドレイン金属層の上部に、スリートーンマスク（ｔｈｒｅｅ　ｔ
ｏｎｅ　ｍａｓｋ）によりフォトレジストパターン層を形成する工程と、
　（工程ｄ）前記フォトレジストパターン層が露出されたソースドレイン金属層及び第１
の透明導電層に対してウェットエッチングを行う工程と、
　（工程ｅ）前記フォトレジストパターン層に対して第１回目のアッシングプロセスを行
い、露出されたソースドレイン金属層、第１の透明導電層及び活性層パターンに対してド
ライエッチングを行う工程と、
　（工程ｆ）前記フォトレジストパターン層に対して第２回目のアッシングプロセスを行
い、露出されたソースドレイン金属層に対してウェットエッチングを行う工程と、
　（工程ｇ）残されたフォトレジストパターン層を除去する工程と、
　を含むことを特徴とする、液晶表示装置のアレイ基板の製造方法を提供する。
【００２６】
　上記の目的を達するために、本発明は、
　（工程ａａ）ＴＦＴの領域の上に第１の金属層、第１の絶縁層、半導体層及びドープ半
導体層を有する基板を提供し、且つ、該基板が前記第１の絶縁層に覆われ、前記基板は画
素領域、ＴＦＴ領域及び非表示領域を含め、該ＴＦＴ領域はソース電極領域、ドレイン電
極領域及びＴＦＴチャンネル領域を含める工程と、
　（工程ｂｂ）工程ａａが完了した基板に、第１の透明導電層及び第２の金属層を順次堆
積する工程と、



(6) JP 5593047 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

　（工程ｃｃ）前記第２の金属層にフォトレジストパターン層を形成し、且つ、前記ＴＦ
Ｔチャンネル領域のフォトレジストパターン層は第１の厚さを有し、前記画素領域のフォ
トレジストパターン層は第２の厚さを有し、前記ソース電極領域及びドレイン電極領域の
フォトレジストパターン層は第３の厚さを有し、前記フォトレジストパターン層の第１の
厚さは第２の厚さより薄く、第２の厚さは第３の厚さより薄くなる工程と、
　（工程ｄｄ）前記非表示領域の第２の金属層及び第１の透明導電層に対してエッチング
を行う工程と、
　（工程ｅｅ）前記フォトレジストパターン層に対して第１回目のアッシングプロセスを
行い、前記ＴＦＴチャンネル領域の第２の金属層を露出させる工程と、
　（工程ｆｆ）ＴＦＴチャンネル領域の第２の金属層、透明導電層及びドープ半導体層に
対してエッチングを行う工程と、
　（工程ｇｇ）前記フォトレジストパターン層に対して第２回目のアッシングプロセスを
行い、前記画素領域の第２の金属層を露出させる工程と、
　（工程ｈｈ）前記画素領域の第２の金属層に対してエッチングを行う工程と、
　（工程ｉｉ）残されたフォトレジストパターン層を除去する工程と、
　をさらに含むことを特徴とする、液晶表示装置のアレイ基板の製造方法を提供する。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明において、第１回目のウェットエッチングを行う時、ＴＦＴチャンネル領域がフ
ォトレジストパターン層により保護されるように、スリートーンマスクを利用して、ＴＦ
Ｔチャンネル領域にもフォトレジストパターン層を形成させ、そして、エッチング程度が
高精度に制御できるドライエッチングを利用して、ＴＦＴチャンネルをエッチングさせた
。このように、従来技術のＴＦＴチャンネルが二回のウェットエッチングを経過するウェ
ットエッチングより、本発明のＴＦＴチャンネルは一回のドライエッチングと一回のウェ
ットエッチングを経過し、ＴＦＴチャンネルがウェットエッチングにエッチされる工程数
を減少したため、オーバーエッチングされる程度が低減され、ＴＦＴチャンネルの幅が広
すぎて液晶表示装置の表示機能に影響を与えることが避けられる。
【００２８】
　以下、本発明の技術案に対して、図面及び実施例により、さらに詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】従来の液晶表示装置のアレイ基板の構成模式図である。
【図２Ａ】従来のゲート電極、ゲート絶縁層、活性層パターンが形成されている基板に、
第１の透明導電層及びソースドレイン金属層が堆積された後の基板の断面図である。
【図２Ｂ】図２Ａの基板に、デュアルトーンマスクを利用して、フォトレジストに対して
露光と現像処理を行ってフォトレジストパターン層を形成した後の断面図である。
【図２Ｃ】図２Ｂの基板に対してエッチングした後の断面図である。
【図２Ｄ】図２Ｃの基板上のフォトレジストパターン層に対してアッシングプロセスを行
った後の断面図である。
【図２Ｅ】図２Ｄの基板に対してエッチングを行った後の断面図である。
【図２Ｆ】図２Ｅのフォトレジストパターン層を除去した後の断面図である。
【図３】本発明に係かる液晶表示装置のアレイ基板の製造方法のフローチャートである。
【図４Ａ】ゲートライン及びゲートラインと一体のゲート電極が形成されている基板の断
面図である。
【図４Ｂ】図４Ａの基板にゲート絶縁層及び活性層パターンを形成した後の断面図である
。
【図４Ｃ】図４Ｂの基板に第１の透明導電層及びソースドレイン金属層を形成した後の断
面図である。
【図４Ｄ】図４Ｃの基板にフォトレジストパターン層を形成した後の断面図である。
【図４Ｅ】図４Ｄの基板に対してウェットエッチングを行った後の断面図である。
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【図４Ｆ】図４Ｅのフォトレジストパターン層に対して第１回のアッシングプロセスを行
って後の断面図である。
【図４Ｇ】図４ＦのＴＦＴチャンネル領域に対してドライエッチングを行った後の断面図
である。
【図４Ｈ】図４Ｇのフォトレジストパターン層に対して第２回のアッシングプロセスを行
った後の断面図である。
【図４Ｉ】図４Ｈの基板に対してウェットエッチングを行った後の断面図である。
【図４Ｊ】図４Ｉにおいてフォトレジストパターン層を除去した後の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図３は、本発明の液晶表示装置のアレイ基板の製造方法のフォローチャートであり、本
発明の液晶表示装置のアレイ基板の製造方法において、
　（工程ａ）ゲートライン及びゲートラインと一体なゲート電極、ゲート絶縁層及び活性
層パターンが順次形成されている基板を提供する工程と、
　（工程ｂ）前記基板に、第１の透明導電層及びソースドレイン金属層を順次堆積する工
程と、
　（工程ｃ）前記ソースドレイン金属層の上部に、スリートーンマスクによりフォトレジ
ストパターン層を形成する工程と、
　（工程ｄ）前記フォトレジストパターン層が露出されたソースドレイン金属層及び第１
の透明導電層に対してウェットエッチングを行う工程と、
　（工程ｅ）前記フォトレジストパターン層に対して第１回目のアッシングプロセスを行
い、第１回目のアッシングプロセスにより露出されたソースドレイン金属層、第１の透明
導電層及び活性層パターンに対してドライエッチングを行って、ＴＦＴチャンネル及びソ
ース電極を形成する工程と、
　（工程ｆ）前記フォトレジストパターン層に対して第２回目のアッシングプロセスを行
い、露出されたソースドレイン金属層に対してウェットエッチングを行って、画素電極及
びドレイン電極を形成する工程と、
　（工程ｇ）残されたフォトレジストパターン層を除去する工程と、
　を含む。
【００３１】
　上記の工程ｃにおいて使われるスリートーンマスクには、透過率が異なる三種類の領域
があるため、上記のスリートーンマスクにより形成されたフォトレジストパターンは異な
る三種類の厚さを有する。即ち、前記工程ｅにおいて第１回目のアッシングを経過して露
出された領域の厚さは、前記工程ｆにおいて第２回目のアッシングを経過して露出された
領域の厚さより薄く、且つ、前記工程ｆにおいて第２回目のアッシングを経過して露出さ
れた領域の厚さは、前記工程ｇにおいて残された領域の厚さより薄い。
【００３２】
　本発明において、第１回目のウェットエッチングを行う時、ＴＦＴチャンネル領域がフ
ォトレジストパターン層により保護されるように、スリートーンマスクを利用して、ＴＦ
Ｔチャンネル領域にもフォトレジストパターン層を形成させ、そして、エッチング程度が
高精度に制御できるドライエッチングを利用して、ＴＦＴチャンネルをエッチさせた。こ
のように、従来技術のＴＦＴチャンネルが二回のウェットエッチングを経過するウェット
エッチングより、本発明のＴＦＴチャンネルは一回のドライエッチングと一回のウェット
エッチングを経過し、ＴＦＴチャンネルがウェットエッチングにエッチされる工程数を減
少したため、オーバーエッチングされる程度が低減され、ＴＦＴチャンネルの幅が広すぎ
て液晶表示装置の表示機能に影響を与えることが避けられる。
【００３３】
　本発明の液晶表示装置のアレイ基板の製造方法において、さらに以下の工程を含める。
【００３４】
　（工程ｈ）工程ｇが完了した基板に絶縁層を堆積し、フォトリソグラフィープロセスに
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よりパッシベーション層パターン及びビアホールを形成する工程。続いて工程ｉも行って
もいい。即ち、工程ｈが完了した基板に透明導電層を堆積し、フォトリソグラフィープロ
セスにより共通電極を形成する。工程ｈと工程ｉは、剥離プロセス（ｌｉｆｔ　ｏｆｆ）
により、一回のフォトリソグラフィープロセスを利用して完了できる。詳しく言うと、
　（工程ｊ）工程ｇが完了した基板に、絶縁層を堆積し、フォトリソグラフィープロセス
によりパッシベーション層パターンを形成し、フォトレジストを除去しなくて、前記フォ
トレジスト及び前記パッシベーション層パターン上に第２の透明導電層を堆積し、パッシ
ベーション層パターンの上部に共通電極が形成されるように、剥離プロセスにより前記フ
ォトレジスト上の第２の透明導電層を除去する。
【００３５】
　以下、本発明の液晶表示装置のアレイ基板の製造方法の最良の実施例に関して詳しく説
明する。
【００３６】
　図１に示したように、液晶表示装置のアレイ基板は、画素領域１０１、非表示領域及び
ＴＦＴ領域１０２から構成され、前記非表示領域には画素領域１０１との間に位置する配
線領域及び他の領域が含まれ、該ＴＦＴ領域１０２にはＴＦＴチャンネル領域１０２１、
ソース電極領域１０２２及びドレイン電極１０２３が含まれている。該配線領域にはゲー
トライン領域１０３及びデータライン領域１０４が含まれている。画素領域１０１は数多
くの画素電極１４１から構成された領域であり、ゲートライン領域１０３は複数のゲート
ライン１１から構成された領域である。データライン領域１０４は複数のデータライン１
６から構成された領域である。
【００３７】
　図１及び図４Ａ～図４Ｊを合わせて見ると、図４Ａはゲートライン及びゲートラインと
一体のゲート電極が形成されている基板の断面図であり、図４Ｂは図４Ａの基板にゲート
絶縁層及び活性層パターンを形成した後の断面図であり、図４Ｃは図４Ｂの基板に第１の
透明導電層及びソースドレイン金属層を形成した後の断面図であり、図４Ｄは図４Ｃの基
板にフォトレジストパターン層を形成した後の断面図であり、図４Ｅは図４Ｄの基板に対
してウェットエッチングを行った後の断面図であり、図４Ｆは図４Ｅのフォトレジストパ
ターン層に対して第１回のアッシングプロセスを行った後の断面図であり、図４Ｇは図４
ＦのＴＦＴチャンネル領域に対してドライエッチングを行った後の断面図であり、図４Ｈ
は図４Ｇのフォトレジストパターン層に対して第２回のアッシングプロセスを行った後の
断面図であり、図４Ｉは図４Ｈの基板に対してウェットエッチングを行った後の断面図で
あり、図４Ｊは図４Ｉにおけるフォトレジストパターン層を除去した後の断面図である。
【００３８】
　本発明の液晶表示装置のアレイ基板の製造方法において、以下の工程を含む。
【００３９】
　（工程ａａ）ＴＦＴの領域１０２の上に第１の金属層、第１の絶縁層、半導体層及びド
ープ半導体層を有する基板１０を提供し、且つ、該基板１０が前記第１の絶縁層に覆われ
、前記第１の金属層はゲートライン領域１０３内にも形成されている。第１の金属層はＣ
ｒ、Ｗ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｍｏ、Ａｌ又はＣｕの単層膜であり、或いは、Ｃｒ、Ｗ、Ｔｉ、Ｔ
ａ、Ｍｏ、Ａｌ及びＣｕのいずれの組合せにより構成した複合膜であり、ＴＦＴ領域１０
２内に形成された第１の金属層はゲート電極１１１とし、ゲートライン領域１０３内に形
成された第１の金属層はゲートライン１１としている。第１の絶縁層はゲート絶縁層１２
として、ゲートライン１１及びゲート電極１１１が他の構造と絶縁されるように、ゲート
ライン１１及びゲート電極１１１の上を覆われている。具体的に、図４Ａに示したように
、先に基板１０の上に、第１の金属層を堆積した後、フォトリソグラフィープロセスによ
り、ＴＦＴ領域１０２内の第１の金属層を保留させてゲート電極１１１を形成し、ゲート
ライン領域１０３内の第１の金属層を保留させてゲートライン１１を形成する（図１を参
照）。そして、図４Ｂに示したように、ゲート絶縁層１２及び活性層（半導体層及びドー
プ半導体層）を順次堆積させ、フォトリソグラフィープロセスにより、ＴＦＴ領域１０２
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内の活性層のみを保留させて、活性層パターン１３を形成する。
【００４０】
　（工程ｂｂ）工程ａａが完了した基板に、第１の透明導電層１４及び第２の金属層を順
次堆積する。図４Ｃに示したように、前記第２の金属層はソースドレイン金属層１５であ
る。前記ソースドレイン金属層はＣｒ、Ｗ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｍｏ、Ａｌ又はＣｕの単層膜で
あり、或いは、Ｃｒ、Ｗ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｍｏ、Ａｌ及びＣｕのいずれの組合せにより構成
した複合膜である。第１の透明導電層はＩＴＯ又はＩＺＯである。
【００４１】
　（工程ｃｃ）スリートーンマスクにより、前記第２の金属層にフォトレジストパターン
層１００を形成し、且つ、ＴＦＴチャンネル領域１０２１のフォトレジストパターン層１
００は第１の厚さを有し、前記画素領域１０１のフォトレジストパターン層１００は第２
の厚さを有し、前記ソース電極領域１０２２、ドレイン電極領域１０２３及びデータライ
ン領域１０４（図１を参照）のフォトレジストパターン層１００は第３の厚さを有する。
図４Ｄに示したように、フォトレジストパターン層の第１の厚さが第２の厚さより薄く、
第２の厚さが第３の厚さより薄い。
【００４２】
　（工程ｄｄ）図４Ｅに示したように、前記データライン領域１０４（図１を参照）の以
外の非表示領域の第２の金属層（ソースドレイン金属層１５）及び第１の透明導電層１４
に対してエッチングを行う。基板の全般に対して大面積のエッチングを行う必要があるた
め、ウェットエッチングにより行う必要がある。この場合、ＴＦＴチャンネル領域１０２
１内にフォトレジストパターン層１００がやはり存在しているため、ＴＦＴチャンネル領
域１０２１はエッチングされない。
【００４３】
　（工程ｅｅ）図４Ｆに示したように、前記フォトレジストパターン層１００に対して第
１回のアッシングプロセスを行って、ＴＦＴチャンネル領域１０２１の第２の金属層（ソ
ースドレイン金属層１５）を露出させる。この場合、アッシングプロセスにより除去され
たフォトレジストパターン層１００の厚さが第１の厚さであるため、ＴＦＴチャンネル領
域１０２１のフォトレジストパターン層１００が除去されて、ソースドレイン金属層１５
が露出される。その分、残った部分のフォトレジストパターン層１００も第１の厚さほど
の厚さに相当する厚さが減少される。
【００４４】
　（工程ｆｆ）図４Ｇに示したように、ＴＦＴチャンネル領域１０２１の第２の金属層（
ソースドレイン金属層１５）、第１の透明導電層１４及び活性層パターン１３の一部に対
してエッチングを行う。面積が小さいＴＦＴチャンネル領域１０２１に対してエッチング
を行うため、ドライエッチングにより、エッチング程度が高精度に制御されることができ
、ソースドレイン金属層１５、第１の透明導電層１４及び活性層パターン１３の一部（ド
ープ半導体）がエッチングされて、ＴＦＴチャンネル１３１及びソース電極１５１が形成
される。
【００４５】
　（工程ｇｇ）図４Ｈに示したように、前記フォトレジストパターン層１００に対して第
２回のアッシングプロセスを行って、画素領域１０１の第２の金属層（ソースドレイン金
属層１５）を露出させる。この場合、除去されたフォトレジストパターン層１００の厚さ
は、第２の厚さから第１の厚さを差し引いた値に相当する程度であるため、画素領域１０
１のソースドレイン金属層１５が露出される。
【００４６】
　（工程ｈｈ）図４Ｉに示したように、前記画素領域１０１の第２の金属層（ソースドレ
イン金属層１５）に対してエッチングを行う。基板の全般に対して大面積のエッチングを
行う必要があるため、ウェットエッチングにより行う必要がある。画素領域１０１のソー
スドレイン金属層１５がエッチされてしまい、ドレイン電極１５２及び画素電極１４１が
形成される。
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【００４７】
　（工程ｉｉ）図４Ｊに示したように、残ったフォトレジストパターン層が除去される。
【００４８】
　また、工程ｉｉが完了した基板に第２の絶縁層を堆積し、フォトリソグラフィープロセ
スによりパッシベーション層パターンが形成される。或いは、続いて第２の透明導電層を
堆積し、フォトリソグラフィープロセスにより共通電極が形成される。また、工程ｉｉが
完了した基板に、さらに第２の絶縁層を堆積し、フォトリソグラフィープロセスによりパ
ッシベーション層パターンが形成され、フォトレジストを除去せずに、前記フォトレジス
ト及び前記パッシベーション層パターン上に第２の透明導電層を堆積し、パッシベーショ
ン層パターンの上部に共通電極が形成されるように、剥離プロセス（ｌｉｆｔ　ｏｆｆ）
により前記フォトレジスト上の第２の透明導電層を除去する。
【００４９】
　本発明は、ＴＦＴチャンネル領域の上に一層のフォトレジストパターン層を保留させる
ことにより、第１回目のウェットエッチングを行う時、ＴＦＴチャンネル領域が保護され
る。そして、高精度にエッチング程度が制御可能なドライエッチングを利用して、ＴＦＴ
チャンネルがエッチングされた。このように、従来技術のＴＦＴチャンネルが二回のウェ
ットエッチングを経過するウェットエッチングより、本発明のＴＦＴチャンネルは一回の
ドライエッチングと一回のウェットエッチングを経過し、ＴＦＴチャンネルがウェットエ
ッチングによりエッチされる工程数を減少したため、オーバーエッチングされる程度が低
減され、ＴＦＴチャンネルの幅が広すぎて液晶表示装置の表示機能に影響を与えることが
避けられる。
【００５０】
　当業者は、上記の製造方法をＴＮモード又はＦＦＳモードの液晶表示装置の製造方法に
適用され、一回のフォトリソグラフィープロセスにより、ソース電極、ドレイン電極、Ｔ
ＦＴチャンネル及び画素電極パターンを形成すると同時に、ＴＦＴチャンネルがオーバー
エッチされる問題を解決する。
【００５１】
　上記の実施例は本発明の技術案に関して説明しただけであり、これらに限ったものでは
ない。上記の実施例を参考しながら本発明に関して詳しく説明したが、当業者は、上記の
各実施例に記載の技術案に対して変形することができるし、或は、その中の部分の技術特
徴に対して等価的置換ができるし、このような変形と置換は、対応している技術案の実質
を本発明の各実施例の技術案の精神と範囲から逸脱させない、とのことに理解すべきであ
る。
【符号の説明】
【００５２】
　１０　基板
　１１　ゲートライン
　１１１　ゲート電極
　１２　ゲート絶縁層
　１３　活性層パターン
　１４　第１の透明導電層
　１４１　画素電極
　１５　ソースドレイン金属層
　１５１　ソース電極
　１５２　ドレイン電極
　１６　データライン
　１３１　ＴＦＴチャンネル
　１００　フォトレジストパターン層
　１０１　画素領域
　１０２　ＴＦＴ領域



(11) JP 5593047 B2 2014.9.17

　１０３　ゲートライン領域
　１０４　データライン領域
　１０２１　ＴＦＴチャンネル領域
　１０２２　ソース電極領域
　１０２３　ドレイン電極領域

【図１】

【図２Ａ】
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